3. Разделянето на схемите на линейни и нелинейни е свързано не толкова с тяхната конфигурация, колкото с техния работен режим. Цифровите схеми работят в специфичен нелинеен режим- т.нар. режим на голям сигнал или ключов режим. При този режим амплитудата е много по-голяма от линейния участък в характеристиката. Стремежът на амплитудата на сигнала да бъде близка по стойност до захранващото напрежение, води до: а) максимално използване на захранването, т.е. високо К.П.Д.; б) голяма разлика между логическите нива; в) висока шумоустойчивост;

Поради голямата амплитуда, работната точка достига до двете крайни гранични области на характеристиката. В тези области елемента има или много голямо или много малко съпротивление, което наподобява действието на механичен ключ. Затова елемент, който работи в такъв режим се нарича ключ. Условия за ключовите елементи: а) малко съпротивление при вкл. Състояние; б) голямо съпротивление в изкл. Състояние; в) голямо бързодействие, т.е. бързо преминаване на ключа от едно в друго състояние. В теорията се използва понятието идеален ключ. Той има нулево съпротивление, когато е затворен и нулева проводимост, когато е отворен, както и преминава мигновенно от едно в друго състояние. Волт-Амперната му характеристика съвпада с координатните оси:

Процесите при нелинейно формиране се обуславят от нелинейните характеристики, съответно от нелинейните математически изрази, описващи поведението на елементите. Аналичът, обаче се затруднява, тъй като статичния и динамичния режим се описва също от нелинейни уравнения. Основния метод за тяхното решение е линейната апроксимация на реалните характеристики на ел.елементи. Тя позволява задоволителна точност.

Полупроводникови диоди: Болт-Амперната им характеристика теоретично се описва по следния начин: 
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 , където IDO- обратния ток на насищане; (- топлинен потенциал; RB- обемно съпротивление на базата.

В повечето практически случаи, токът през запушения диод може да се пренебрегне, както поради неговата малка стойност, така и поради слабото му влияние в сравнително нискоомни вериги на ключовите схеми. Тогава идеализираната характеристика в областта на запушване се слива с абцисната ос. В областта на отпушване с увеличаване на тока през диода характеристиката се лианелизира с права, от която се определят двата параметъра- Е0 (напрежение на отместване) и R0 (вътрешно съпротивление).

Преходните процеси в полупроводниковите диоди се характеризират с малко време за преминаване от запушено в отпушено състояние и с голямо време за преминаване от отпушено в запушено. Това се обяснява с факта, че във високоомния слой на отпушения диод се натрупва заряд, пропорционален на протичащият ток. При подаване на запушващ сигнал е необходимо известно време, за да се разсее, чак след което диода се запушва. В бързодействащите схеми голямо приложение има диода на Шотки (метал-полупроводник). В него липсва високоомния слой, следователно обемното съпротивление е равно на нула. Напрежението върху отпушения диод е по-малко и се определя по формулата: 
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; Най-голямото му предимство е, че в него не се натрупва заряд, поради което той се запушва практически мигновенно.
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